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Методика синтеза полупроводниковых порошков ZnO по средствам золь-гель метода, актуальна для получения варисторных структур. На данный момент доступно два метода получения варисторного порошка, классический и мокрый химический синтез. Классический или твердотельный метод смешивания оксидов в шаровой мельнице более коммерчески привлекателен чем метод химического синтеза, но тем не менее он требует высокой температуры спекания около 1200-1400 ºС, имеет чрезмерный рост зерна порядка 10 – 20 мкм, он не способен обеспечить равномерного распределения зёрен ZnO и  легирующих добавок в структуре варистора, что негативно отражается, на характеристиках и живучести варистора [1,2]. Выделяют следующие методы химического синтеза для получения варисторов ZnO: химическое сжигание; металлоорганический метод; полимерное литьё; термическое окисление; ленточное литьё; золь-гель метод.

Из всех приведённых методов самым перспективным является золь-гель метод, так как он позволяет смешивать добавки на атомарном уровне, что способствует гомогенному распределению примеси; позволяет контролировать размер частиц, что способствует миниатюризации варистора; не требует вторичного нагрева и является экологически чистым. 
Целью данной работы является синтез полупроводникового варисторного порошка ZnO в рамка золь-гель метода  с дальнейшим изготовлением варисторной структуры. 
В ходе работы был синтезирован порошок ZnO золь-гель методом, а затем была изготовлено варисторная структура по средствам спекания в муфельной печи при 900 ºС в течение 1,5 часов.   
На каждом этапе работы проводились исследования, так были проведены исследования геля методом ИК-Фурье спектроскопии и дифракционный анализ полученного порошка по результатам этих исследований был сделан вывод о формировании нано-агрегатов в геле и наличию ZnO в полученном порошке. Далее после спекания полученную структуру исследовали растровой электронной микроскопией по результатом которой был определён размер зерна ZnO, которое составило 0,25 мкм, рассчитанная вольт-амперная характеристика полученной структуры снималась в диапазоне напряжений -250 … 250 В и имеет отчётливую нелинейность с коэффициентом a=2,36. 

Таким образом синтез полупроводникового порошка ZnO золь-гель методом позволяет получать меньшие размеры зерна ZnO нежили при использовании классического метода, что хорошо сказывается на электрических, прочностных и размерных характеристиках варистора. 
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